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@ Die Erfindung schafft ein Verfahren zum Anschliefcen 
von Schaltungseinheiten <101a-101n), die auf einem Wa- 
fer (100) angeordnet sind, in einem vorgegebenen Kon- 
taktierungsabstand, wobei der Wafer (100) auf eine Folie 
(102) aufgebracht wird, der Wafer (100) auf der Folie der- 
art gesagt wird, dass die auf dem Wafer angeordneten 
Schaltungseinheiten (101a-101n) vereinzelt werden, ohne 
dass die Folie (102) durchtrennt wird, die mit den verein- 
zelten Schaltungseinheiten <101a-101n) versehene Folie 
(102) auf einer Dehnungseinrichtung (103) aufgebracht 
wird, die mit den vereinzelten Schaltungseinheiten 
(101a-101n) versehene Folie (102) der Dehnungseinrich- 
tung derart gedehnt wird, dass ein vorgebbarer Kontak- 
tierungsabstand bereitgestellt wird, und die Zwischen- 
raume zwischen den vereinzelten Schaltungseinheiten 
■ (101a-101n) mit einer Vergussmasse (105) vergossen wer- 
fl den, um einen modifizierten Wafer mit vorgesehenem 
• Teilungsabstand der Anschlusskontakte bereitzustellen. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein ein 
Verfahren zum AnschlieBen von Schaltungseinheiten, die 
auf einem Wafer angeordnet sind, und betrifft insbesondere 5 
ein Verfahren zum AnschlieBen von Schaltungseinheiten in 
einem vorgegebenen Kontaktierungsabstand. 
[0002] Sogenannte Chip-S ize-Packages (CSP) und Wafer- 
Level-Packages (WLP) sind Gehauseklassen, bei denen 
elektrische Anschlusseinheiten von Schaltungseinheiten un- to 
terhalb der entsprechenden Schaltungseinheit angeordnet 
sind. Diese Gehause sind auBerst klein, wobei es fiir standar- 
disierte Anwendungen jedoch erforderlich ist, dass sich die 
elektrischen Anschlusskontakte in einem vorgebbaren Ab- 
stand voneinander befinden. 15 
[0003] In nachteiliger Weise entsteht bei Verfahren zum 
AnschlieBen von Schaltungseinheiten nach dem Stand der 
Technik das Problem, dass das Anschlussfeld bzw. die Ma- 
trix der Anschlusskontakte in ihrer Flache groBer ist als die 
Unterseite einer Schaltungseinheit, was einen Einsatz von 20 
Wafer-Level-Packages nicht ermoglicht. 
[0004] Verfahren zum AnschlieBen von Schaltungseinhei- 
ten nach dem Stand der Technik mussen in nachteiliger 
Weise den Einsatz einer weiteren, kleinen Leiterplatte ("In- 
terposer") als eine Zwischen-Kontaktierungseinrichtung 25 
vorsehen. Hierbei mussen kostenintensive Zwischenschritte 
eingefuhrt werden, wie: 

a) ein Platzieren der Schaltungseinheit auf dem Inter- 
poser, 30 

b) eine chipseitige Kontaktierung zwischen der Schal- 
tungseinheit und dem Interposer (Drahtbonden, Flip- 
chip); 

c) ein Platzieren des Gesamtsystems auf einer Leiter- 
platte der Anwendung; und 35 

d) ein Verloten der Anschlusskontakte auf der Leiter- 
platte der Anwendung. 

[0005] Somit ist diese Zwischen- Kontaktierung seinrich- 
tung Zeit- und kostenintensiv, komplex und teuer. 40 
[0006] Fig. 1 zeigt dieses o. a. Verfahren zum Anschlie- 
Ben von Schaltungseinheiten nach dem Stand der Technik. 
In Fig. 1(a) ist ein Wafer 100 gezeigt, welcher mittels eines 
Sagens entlang einer Sagelinie 108 in einzelne Schaltungs- 
einheiten lOla-lOln unterteilt ist. Wie in Abb. 1(a) erkenn- 45 
bar ist, sind Anschlusskontakte 107 unterhalb der jeweiligen 
Schaltungseinheit lOla-lOln angeordnet. 
[0007] Fig. l(bl) zeigt, wie mit Hilfe einer Kontaktie- 
rungseinheit 104 eine Zwischen-Kontaktierung zwischen ei- 
ner entsprechenden Schaltungseinheit 101 und modifizier- 50 
ten Anschlusskontakten 110, die einen vorgebbaren Tei- 
lungsabstand aufweisen, realisiert wird. Hierzu muss die 
Kontaktierungseinrichtung 104 einerseits die modifizierten 
Anschlusskontakte 110 aufweisen, andererseits muss die 
Schaltungseinheit 101 mit der Kontaktierungseinheit 104 55 
verbunden werden. AnschlieBend wird die Schaltungsein- 
heit mittels einer Vergussmasse 105 gehaust. 
[0008] Eine Alternative zu dem in Fig. l(bl) gezeigten 
Verfahren einer Zwischen-Kontaktierung mittels der Kon- 
taktierungseinheit 104 ist in Fig. I(b2) gezeigt. Hier wird in 60 
herkommlicher Weise ein Anschlussleitungsdraht 109 be- 
reitgesteilt, welcher die Schaltungseinheit 101 mit der Kon- 
taktierungseinheit 104 verbindet. Die ubrigen Komponenten 
der Fig. I(b2) entsprechen den in Fig. l(bl) gezeigten. 
[0009] Es ist somit ein Nachteil herkommlicher Verfahren 65 
zum AnschlieBen von Schaltungseinheiten, dass aufwendige 
Zwischen-Kontaktierungsprozeduren mittels beispielsweise 
der in Fig. 1 gezeigten Kontaktierungseinheit 104 durchge- 
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fuhrt werden mussen. 

[0010] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, einen durch eine anzuschlieBende Schaltungseinheit 
vorgegebenen Kontaktierungsabstand zu uberwinden und 
nach einem Transfer-Prozess einen neuen, expandierten Wa- 
fer zu erzeugen, in dem sich die Schaltungseinheiten in ei- 
nem groBeren Abstand voneinander befinden, wobei die 
Flache, auf welcher Anschlusskontakte der Schaltungsein- 
heit angeordnet sind, die Flache der eigentlichen Schal- 
tungseinheit uberschreiten. 

[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch das im 
Patentanspruch 1 angegebene Verfahren gelost. Weitere 
Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unter- 
anspruchen. 

[0012] Ein wesentlicher Gedanke der Erfindung besteht 
darin, einen Standard- Wafer in einzelne Schaltungseinhei- 
ten mittels eines Sageprozesses zu unterteilen und den Ab- 
stand zwischen benachbarten Schaltungseinheiten zu ver- 
groBem, um eine ausreichende Flache fiir eine Anschluss- 
einheit, welche mit Anschlusskontakten versehen werden 
kann, bereitzustellen. 

[0013] Das erfindung sgemaBe Verfahren zum Anschlie- 
Ben von Schaltungseinheiten, die auf einem Wafer angeord- 
net sind, weist im Wesentlichen die folgenden Schritte auf: 

a) Aufbringen des Wafers auf eine Folie, welche in 
vorteilhafter Weise in mindestens eine laterale Rich- 
tung dehnbar ist; 

b) Sagen des Wafers derart, dass die auf dem Wafer 
angeordneten Schaltungseinheiten vereinzelt werden, 
wobei die Folie nicht durchtrennt wird; 

c) Aufbringen der mit den vereinzelten Schaltungsein- 
heiten versehenen Folie auf einer Dehnungseinrich- 
tung; 

d) Dehnen der mit den vereinzelten Schaltungseinhei- 
ten versehenen Folie mittels der Dehnungseinrichtung 
derart, dass ein vorgegebener Kontaktierungsabstand 
bereitgestellt wird; und 

e) VergieBen der Zwischenraume zwischen den ver- 
einzelten Schaltungseinheiten mit einer Vergussmasse, 
um einen modifizierten Wafer bereitzustellen. 

[0014] In den Unteranspruchen finden sich vorteilhafte 
Weiterbildungen und Verbesserungen des jeweiligen Gegen- 
standes der Erfindung. 

[0015] GemaB einer bevorzugten Weiterbildung der vor- 
liegenden Erfindung wird eine vorgebbare Anordnung von 
Schaltungseinheiten auf dem Wafer modifizierbar. 
[0016] GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung 
der vorliegenden Erfindung wird ein modifizierter Wafer be- 
reitgestellt, der Anschlusskontakte in einer vorgebbaren 
Geometrie bzw. in einem vorgebbaren Teilungsabstand auf- 
weist. 

[0017] GemaB noch einer weiteren bevorzugten Weiterbil- 
dung der vorliegenden Erfindung wird ein modifizierter Wa- 
fer geschaffen, der einen vergroBerten Abstand zwischen 
einzelnen benachbarten Schaltungseinheiten aufweist. 
[0018] GemaB noch einer weiteren bevorzugten Weiterbil- 
dung der vorliegenden Erfindung werden die Zwischen- 
raume zwischen den vereinzelten Schaltungseinheiten mit 
einer Vergussmasse ausgefullt, um einen modifizierten Wa- 
fer bereitzustellen, wobei die Vergussmasse aus einem Ep- 
oxidmaterial, aus Silikonen oder aus Polyurethanen zusam- 
mengesetzt ist. 

[0019] GemaB noch einer weiteren bevorzugten Weiterbil- 
dung der vorliegenden Erfindung wird der modifizierte Wa- 
fer einer Plasma- Reinigung unterworfen, um anschlieBend 
einer Waferverpackung zugefuhrt zu werden. 
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[0020] GemaB noch einer weiteren bevorzugten Weiterbil- 
dung der vorliegenden Erfindung werden die vereinzelten 
Schaltungseinheiten mit einer Vergussmasse iiberzogen, um 
einen modifizierten Wafer bereitzustellen, wobei die Ver- 
gussmasse aus einem Epoxidmaterial, aus Sitikonen oder 5 
aus Polyurethanen zusammengesetzt ist. 
[0021] Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in den 
Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Beschrei- 
bung naher erlautert. 

[0022] In den Zeichnungen zeigen: L0 
[0023] Fig. 1 ein Verfahren zum Verandern eines Tei- 
lungsabstandes der Anschlusskontakte von Schaltungsein- 
heiten mittels einer Kontaktierungseinheit nach dem Stand 
der Technik; 

[0024] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm des erfindungsgema- 15 
Ben Verfahrens zum AnschlieBen von Schaltungseinheiten 
bei frei vorgebbarem Kontaktabstand; und 
[0025] Fig. 3 die Schritte des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens zum Dehnen einer Folie, auf welche vereinzelte Schal- 
tungseinheiten aufgebracht sind, um einen modifizierten 20 
Wafer herzustellen. 

[0026] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen 
gleiche oder funktionsgleiche Komponenten oder Schritte. 
[0027] Fig. 2 zeigt die Schritte (a) bis (f) zur Hersteliung 
einer gekapselten (gehausten) Schaltungseinheit 101 mit 25 
vorgebbarem Kontaktabstand der Anschlusskontakte 107. 
In dem Schritt (a) der Fig. 2 wird zunachst ein urspriingli- 
cher Wafer 100 bereitgestellt. Die Schaltungseinheiten 
lOla-lOln des Wafers werden durch Sagen geteilt bzw. ver- 
einzelt. 30 
[0028] In einem nachfolgenden Schritt (b) ist erkennbar, 
wie die vereinzelten Schaltungseinheiten in einem vorgeb- 
baren Abstand zueinander angeordnet werden. Ein Verfah- 
ren zur Anderung des Zwischenabstandes der einzelnen 
Schaltungseinheiten wird untenstehend unter Bezugnahrne 35 
auf Fig. 3 detailliert beschrieben werden. 
[0029] Die beabstandeten, vereinzelten Schaltungseinhei- 
ten lOla-lOln werden mit einer Vergussmasse 105 iiberzo- 
gen, welche in vorteilhafter Weise aus einem Epoxidmate- 
rial, aus Silikonen und/oder Polyurethanen zusammenge- 40 
setzt ist. Die Vergussmasse legt die Dimensionen eines mo- 
difizierten Wafers 100a fest. Die von der Vergussmasse 105 
freigehaltenen Unterseiten der Schaltungseinheiten werden 
nun mit Anschlusseinheiten 106 versehen, wobei darauf 
hingewiesen wird, dass die Anschlusseinheiten 106 seitlich, 45 
wie in Fig. 2(c) gezeigt, uber die Flache der entsprechenden 
Schaltungseinheit herausragen konnen, so dass ein vorgeb- 
barer Teilungsabstand der Anschlusskontakte erreicht wer- 
den kann, insbesondere kann ein Abstand der Kontakte ge- 
geniiber einer Anordnung gemaB Fig. 1(a) vergroBert wer- 50 
den. 

10030] In einem nachfolgenden Schritt (d) werden auf die 
entsprechenden Anschlusseinheiten 106 jeweils Anschluss- 
kontakte 107 aufgebracht, welche eben falls nicht mehr nur 
ausschlieBlich unterhalb der Chipflache angeordnet werden 55 
mussen, sondern in die Zwischenraume zwischen den ein- 
zelnen Schaltungseinheiten lOla-lOln hineinragen konnen. 
Durch die Vergussmasse 105 werden die einzelnen Schal- 
tungseinheiten lOla-lOln in der Form eines modifizierten 
Wafers 100a festgehalten. Der modifizierte Wafer 101a kann 60 
schlieBlich in einem nachfolgenden Schritt (e) gesagt wer- 
den, wobei, wie in dem Schritt (f) gezeigt, einzelne, durch 
die Vergussmasse 105 gehauste Schaltungseinheiten 105 
bzw. Gruppen von durch die Vergussmasse 105 gehausten 
Schaltungseinheiten bereitgestellt werden konnen. 65 
[0031] Insbesondere sei darauf hingewiesen, dass der Ab- 
stand der Anschlusskontakte 107 einer Schaltungseinheit 
zueinander und zu weiteren Schaltungseinheiten vorgebbar 



ist, und insbesondere an einen Standard- "Pitch" (Standard- 
Teilungsabstand) anpassbar ist. 

[0032] Fig. 3 zeigt ein Verfahren zum Andern der GroBe 
eines Zwischenabstandes zwischen benachbarten Schal- 
tungseinheiten lOla-lOln. In Fig. 3(a) ist der ursprungliche 
Wafer 100 dargestellt. Dieser Wafer 100 wird auf eine Folie 
aufgebracht, welche beispielsweise als eine Klebefolie aus- 
gebildet sein kann, so dass der Wafer auf die Folie 102 kleb- 
bar ist. 

[0033] AnschlieBend werden, in einem Schritt (c), die 
Schaltungseinheiten lOla-lOln vereinzelt, wobei ein Sagen 
des Wafers 100 die Folie 102 nicht durchtrennt. In einem 
nachfolgenden Schritt (d) wird die (dehnbare) Folie 102 auf 
einer Dehnungseinrichtung 103 aufgebracht. 
[0034] Die Dehnungseinrichtung 103 dient zur Dehnung 
der Folie 102, so dass sich, bei einer gleichmaBigen Deh- 
nung, ein gleichmaBig sich vergrdBernder Zwischenab stand 
zwischen den Schaltungseinheiten lOla-lOln bereitgestellt 
wird. 

[0035] Nachfolgende Schritte (e) und (f) zeigen, wie sich 
durch ein Dehnen der Folie 102 (angezeigt durch ein Ziehen 
an der Folie in Richtung der beiden Pfeile) ein Abstand zwi- 
schen den Schaltungseinheiten vergroBert. Ist ein vorgebba- 
rer Teilungsabstand in Bezug auf die nachtragliche aufzu- 
bringenden Anschlusseinheiten 106 und Anschlusskontakte 
107 (vgl. Fig. 2) erreicht, wird der Vorgang des Dehnens an- 
gehalten und die Verarbeitung schreitet zu einem Schritt (g) 
fort. 

[0036] In dem Schritt (g) wird ein modifizierter Wafer 
100a dadurch erzeugt, dass die in einem vorgebbaren Ab- 
stand angeordneten Schaltungseinheiten lOla-lOln mit ei-- 
ner Vergussmasse 105 vergossen werden, wobei entweder 
nur die Zwischenraume zwischen den Schaltungseinheiten 
101a— lOln vergossen werden, oder die gesamte Anordnung 
als eine Einheit vergossen wird, wobei die Unterseiten der 
Schaltungseinheiten lOla-lOln fur eine Kontaktierung frei- 
gelassen werden. 

[0037] Die Kontaktierung der einzelnen Schaltungsein- 
heiten und eine Vereinzelung der Schaltungseinheiten in 
einzelne Schaltungseinheiten bzw. Gruppen von Schal- 
tungseinheiten 101 wurde obenstehend unter Bezugnahrne 
auf Fig. 2 beschrieben. 

[0038] Bezuglich dem in Fig. 1 dargestellten, herkommli- 
chen Verfahren zum AnschlieBen von Schaltungseinheiten 
bei variablem Teilungsabstand der Anschlusskontakte wird 
auf die Beschreibungseinleitung verwiesen. 
[0039] Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend an- 
hand bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele beschrieben wurde, 
ist sie darauf nicht beschrankt, sondern auf vielfaltige Weise 
modifizierbar. 

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche 
oder funktionsgleiche Komponenten oder Schritte. 

100 Wafer 

101a Modifizierter Wafer 

101, lOla-lOln Schaltungseinheiten 

102 Folie 

103 Dehnungseinrichtung 

104 Kontaktierungseinheit 

105 Vergussmasse 

106 Anschlusseinheit 

107 Anschlusskontakte 

108 Sagelinie 

109 Anschlussleitungsdraht 

110 Modifizierte Anschlusskontakte 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum AnschlieBen von Schaltungseinhei- 
ten (lOla-lOln), die auf einem Wafer (100) angeord- 
net sind, in einem vorgegebenen Kontaktierungsab- 5 
stand, mit den Schritten: 

a) Aufbringen des Wafers (100) auf eine Folie 
(102); 

b) Sagen des Wafers (100) derart, dass die auf 
dem Wafer angeordneten Schaltungseinheiten to 
(lOla-lOln) vereinzelt werden, ohne die Folie 
(102) zu durchtrennen; 

c) Aufbringen der mit den vereinzelten Schal- 
tungseinheiten (lOla-lOln) versehenen Folie 
(102) auf einer Dehnungseinrichtung (103); 15 

d) Dehnen der mit den vereinzelten Schaltungs- 
einheiten (lOla-lOln) versehenen Folie (102) 
mittels der Dehnungseinrichtung (103) derart, 
dass ein vorgegebener Kontaktierungsabstand be- 
reitgestellt wird; und 20 

e) Vergiefien der Zwischenraume zwischen den 
vereinzelten Schaltungseinheiten (lOla-lOln) 
mit einer Vergussmasse (105), um einen modifi- 
zierten Wafer (101a) bereitzustellen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 25 
net, dass eine vorgegebene Anordnung von Schal- 
tungseinheiten (lOla-lOln) auf dem Wafer (100) mo- 
difizierbar wird. 

3. Verfahren nach einem oder beiden der Anspriiche 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein modifizierter 30 
Wafer (101a) bereitgestellt wird, der Anschlusskon- 
takte (107) in einer vorgebbaren Geometrie aufweist. 

4. Verfahren nach einem oder mehreren der voranste- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
modifizierter Wafer (101a) geschaffen wird, der einen 35 
vergroSerten Abstand zwischen einzelnen benachbar- 
ten Schaltungseinheiten (lOla-lOld) aufweist. 

5. Verfahren nach einem oder mehreren der voranste- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass Zwi- 
schenraume zwischen den vereinzelten Schaltungsein- 40 
heiten (lOla-lOln) mit einer Vergussmasse (105) aus- 
gefullt werden, um einen modifizierten Wafer (101a) 
bereitzustellen, wobei die Vergussmasse (105) aus ei- 
nem Epoxidmaterial, aus Silikonen oder aus Polyure- 
thanen zusammengesetzt ist. 45 

6. Verfahren nach einem oder mehreren der voranste- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
modirizierte Wafer (100a) einer Plasma- Reinigung un- 
terworfen wird, um anschiieBend einer Waferverpak- 
kung zugefuhrt zu werden. 50 

7. Verfahren nach einem oder mehreren der voranste- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
vereinzelten Schaltungseinheiten (lOla-lOln) mit ei- 
ner Vergussmasse (105) uberzogen werden, um einen 
modifizierten Wafer (101a) bereitzustellen, wobei die 55 
Vergussmasse (105) aus einem Epoxidmaterial, aus Si- 
likonen oder aus Polyurethanen zusammengesetzt ist. 



Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 
60 



65 



i 



- Leerseite - 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 101 58 307 A1 
H 01 L 21/58 

20. Februar 2003 



'? 'J 1 : - 



AM* 



I' • 



S 



C7> V 




2 



CD 



OS 



o 

.09 



CO 




102 680/735 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE10158 307A1 
H01L 21/58 

20. Februar 2003 



3 

CO 



CO 
CD 



ir 



CO 




CO 



5' 



a 



CO 
- CO 



-co 



CM 

CD 




a> 



102 680/735 



ZEICHNUNGEN SEITE 3 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 101 58 307 A1 
H01L 21/58 

20. Februar 2003 



a) 



b) 



c) 



100 




102 



101a 



rasa Eggg res a gssa Rgsa Essa Baaa ES%a $m 



101n 102 



d) 



e) 



ggsa essa ezsbi rasa E^a sres g*sa «aq F^q pggfl Ega.^. 



103 



102 

Z_ 




102 



f) 




103 



102 



Ji 



inin 101 n 

105. y 0 / HOOa 



9) 



4 103 




Docket # S&ZFH031 002 

Applic. # 

Applicant: K.-F. BECKER ET AL. 

Lerner and Greenberg, P.A. 

Post Office Box 2480 
Hollywood, FL 33022-2480 
Tel: (954)925-1100 Fax: (954)925-1101 



FIG 3 



102 680/735 



